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Abstract (en)
The sensor has a piezoelectric sensor unit (2) arranged in a substrate (1) and connected with the substrate, and a surface structure (4) provided
in a rear side (3) of the substrate, where the structure has a set of bulges and recesses, and the rear side is turned away from the sensor unit. The
structure is formed such that the structure scatters ultrasonic waves incident on the rear side from a direction of the sensor unit and/or the bulges
and/or the recesses exhibit middle-lateral elongation in a range of 0.2 to 20 micrometers and/or less than or equal to wavelength of the waves. An
independent claim is also included for a method for manufacturing an ultrasonic sensor.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Ultraschallsensor zum Erfassen und/oder Abtasten eines Objekts mit einem Substrat und einer auf
oder an diesem Substrat angeordneten und/oder mit diesem Substrat verbundenen, piezoelektrischen Sensoreinheit, dadurch gekennzeichnet, dass
die der piezoelektrischen Sensoreinheit abgewandte Rückseite des Substrats eine eine Vielzahl von Erhebungen und Vertiefungen umfassende
Oberflächenstruktur aufweist, wobei diese Oberflächenstruktur so ausgebildet ist, dass durch sie eine diffuse Streuung von aus Richtung der
Sensoreinheit auf die Rückseite einfallenden Ultraschallwellen erfolgt und/oder dass ihre Erhebungen und/oder Vertiefungen eine mittlere laterale
Ausdehnung im Bereich von 0.05 µm bis 1 mm, bevorzugt von 0.1 µm bis 200 µm, bevorzugt von 0.2 µm bis 20 µm, und/oder eine mittlere laterale
Ausdehnung, die kleiner oder gleich der Wellenlänge einer durch die piezoelektrische Sensoreinheit erzeugbaren Ultraschallwelle ist, aufweisen.
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